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內容簡介 

  你我日常生活離不開的電腦、手機等電子產品，它們具備的智慧型功能要靠

半導體才得以完成，因此半導體是資訊化社會不可或缺的核心要素。本書即針對

半導體如何製造的具體內容來說明，從實踐的觀點專業分析半導體製造的整體架

構，著重在半導體的所有製程與具代表性製造裝置。 

 

本書特色 

 

  本書針對製造半導體的主要裝置詳盡解說。介紹半導體所有製程及與使用裝

置的關係，並深入了解裝置的構造、動作原理及性能，輔以圖解進行細部分析，

建立系統化知識。 
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